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 저가형, 고감도 광검출용 APD 칩 및 ROSA 모듈 부품 기술

 1.25, 2.5, 10 Gb/s 용 APD칩 및 모듈 기술

 E-PON, G-PON 및 NG-PON2용 고감도 APD 기술

 10Gb/s bandwidth, -27dBm sensitivity

 Receptacle형 ROSA, Fiber Pigtail, FPCB형 모듈

 광통신용 핵심 광 수신부품

 NGA 시장 확대에 따른 WDM-PON,  

TDM-PON 등에 활용
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 photo current
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M : ~ 10 @32 V

Dark current : 130 pA@0.9Vb

Breakdown voltage : 34 V@100 uA 

                                 under 1.55 light
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APD 칩 및 ROSA 모듈 기술

기술 소개

시스템 구성도
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